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MEMORTA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR PATENTE DE INVENCION

EN_ESPANA POR: “DISFOSTTIVO CONMUTADOR", A NOMBRE DE
STANDARD ELECTRICA, SeAe, DOMICILTADA EN MADRID,
CALIE DE RAMTREZ DE PRADO, 5
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Este invento se refiere a un elemento de memoris o dis-—
positivo conmutador no voldtil con caracteristicas eléotricas que
puede ser utilizado como elemento de memoria de lectura, no destrug
tible, no voldtil, digito o analbgico.

Segln el invento un elemento de memoria o dispositivo
conmutador no voldtil incluye un subesirato, una primera capa eleo~
trodo de metal, una pelfoula de material alslante y una segunda capa
electrodo de metal, qu.raoterizado porgue el film de material aislan—-
te estd asooiado oon.un metal aotivo, tal como 86 define mfs adelen-
te. 7

Un metal activo se define como aguel en que los fones
pueden ser difundidos en el aislante po¥ apliocacién de un oan;po elég
trico. Metales activos tfpicos son el cobre, el oro, la plata y el
cino.

Segin una oarsoteristios del invento por lo menos una de
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Segfin otra caraoterfstioa del invento el metal active
.se deposita conjuntamente con el metal aislanie y ambas capas eleow
trode de metal son de metales no aotivos o nautros.

Las anteriores y otras oaracterfstioas dol invento merén
més f4ocilmente evidentes por la siguiente desoripoién de formas del
invento dadas con relacién & los adjuntos dibujoa, en los cualess

La fige 1 s un Gisgrama en seccifn transverssl & tra~
vés de un dispositivo conmutador.

Lg fige 2 es una vista de planta de un dlspositivo con=
mutador miltiple.

La fige 3 es una caracteristioa de corriente/potencial
de una forma de dispositivo, y _

La fge 4 es una ocarecteristioa de corriente/potencial
de una forma aliernativa de dispositivos

Lgs figse 1 y 2 forman dos vistas de la misma construo-
oifn. Una capa subestrato 1, tal como oristal, tiene una tira fina
2 de aluminlio depositado sobre la mismzs, de aproximadamente 2.000
zngstroms de espesor. Una pelfoula 3 de 6xido de silicio se deposi-
ta entonces al vacfo sobre la tira 2, dejando los extremos de ésta
expuestose El espesor del 8xido de silicio puede ser de 200 a 2,000
Rngstroms, pero en el dispositivo aguf desorito es de 500 Xngatroms
de espasor. Como se nuestra en la fige 2, varias tiras transverce-
les 4 se depositan para .crear un nidmero de dispositivos conmutadores
sobre un subestrato comfine Se hsoen deliberadamente gruesas las oa~-
pas de metal para evitar pdrdidas de Iaﬁ en tanio sea posibles .la
oaps aislante 3 debe estar libre de perforaciones.

El dispositivo en estas condiciones tiene una impedancias
alta. Sin embargo, si se aplica un oampo eléotrico a través del dis-

positivo en un vaofo de aproximadamente 10"3 mme de merourio con el
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eleotrodo de metal activo polarizado positivaments, los iones meté=~
licos se inysctan en el material dieléotrico y se obtienen caraote—
risticas eléctricas que permiten utilizar el dispositivo como elemepn
to de memoriae

E1 dispositivo tieme una caracteristica de corriente—
potencial finioca con una regién de resistehoia negativa controlada
por potencial, como se muestra en la fige. 3 cuando funciona en un
vaofo de 107> mm. de mercurios Si se coloca en serie con una Tesis=
tencia adeouada, el dispositivo puede conmutarse entre dos estados
estables A y C en la curva de corriente~potencial de la fig. 3. Si
ol dispositivo estd en la condiocién A puede conmutarse a la condi~
oién C poniendo en cortocircuito la resistencia. Si el dispositivo
estd en el estado O puede conmutarse al estado A reduciendo lenta-
mente el potencial aplioados Si el dispositivo estd en un estado in-
termedio inestable, desconectando répidamente el potencial, el dis-
positivo permmnecerd en este estado. Asf, la resistencia inicial del
dispositivo serd alta o bajs sl el potencial se desoonecta cuando el
dispositivo estd en la condioidn C o A respectivamente. Sin embargo,
se puede esiabilizar en una condiocidén intermedis segln se ha descri-
t0s Pars determinar el Gltimo estado en que se dejd el dispositivo,
88 necesarlio probar el dispositivo con un pequefio potenoiasl, por
ejemplo, inferior a 2 voltios. Por la leotura de la informaocifn con
le seflal pequefla no se cambia la condicién, o la informaoidn almace—
nada,.del dispositivo. Asf, utilizando el comportamiento eléotrioco

desorito este dispositivo puede utilizarse como elemento de memoria

* digital, no voldtil de leotura no destruotible. El dispositivo emite

también eleotrones a unos 3 voltios. Por lo tanto, otro método de
doterminar en qué condicifn se ha dejado el dispositivo es examinar
la emisidn electrénica. En la condiocifn A el dispositivo no emitird

electrones en cantidad significativa, mientras que en la oondicién C
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ge emitirdn sleotrones en ocantidad apreciable. Si sobre el diaposiw-
:tivo 8o ooloca un &nodo fino ocon una capa de fésforo sobre el mismo,
se pusden avelerar los slectronss apliogndo un potendia:.l poeitive
al &nodo y asf excitar el fésforoe Haciendo uso de este hecho es
posible leer 6pticamente la informacién slmacenads eé ol dispositi-
Vo,

Bl dispositivo es también oapag de ser accionado como
memorias analfgics oomo se ha dioho, pues la resistencia inloial pue~
de variarse entre las dos ocondiciones extremas desde baja a alia
impedanciae. Si se polarizs el dispositivo a oualquiera de los pun—
tom &y By, C 0 D de la curva de corriente~potencial y se desconsota
répidamente el potencial, el dispositivo permanecerd en el punto en
que se polarizd. Por lo tanto si el dispositivo se polarizé en el
punto B de la ourve y se suprimié rédpidaments la oorrients, la cur-
va de sorriente-potencial del dispositivo serf entonces 0B, mientras
que ®i el dispositivo se encontrsba en el punto D ouando se desoo-
neoté répidamente el potencilal, la ourva de corriente—~potencial se—
r4 entonces 0D, De nuovo, si me experimenta con el dispositivo oon
un potenoial bajo, por ejomplo inferior a 2 voltios, es posible de~
torninar en qué disposioifn intermedia se encusnira el dispositivos

Como alternativa a depositar uns ospe separada de oro 4
on lg fige 1, ol c;ro puode depositarse simulténosmente con la oapa '
aislante 3 y una segunda capa de aluminio 4 puede deposifarse sobre.
la capa 3.

En un tipo alternativo de dispositivo y de nuevo oon re—
ferencia a las figs. 1y 2, si las capas do metal 1 y 4 son de plata
¥ la capa aislante es 6xido ds silicio de aproximadamente 1.000
Xngstroms de espesor, el dispositivo puede haverse y acclionarse en
ambiente atmosférioco normale No es neoesario utilizar un vacfo par-

olal para la formacifn del diszpositivo o funcionamiento del mismo.
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Une caracteristica de corriente-potencial de tal dispositivo se
muestra en la fige 4. La ocaraoteristica mueastra un aumento de oo~
rriente hasta un valor de polarizacién de aproximadamente un voltio
en que se produce un pico y después se observa una regién de resis~
110 tenoia négativa hacia aproximadamente 2 voltios y el dispositivo se
invierte a una condioifn de alta impedanocia con una polarizacifn mu~
perior a los 2 voltios. Como en el dispositivo anterior el eleotro-
do de plata puede oconmutarse entre dos estados estables y permancoe=
T4 en el dliimo estado oon tal que me suprima répidamente el potenw
115 oiale En eul egtado de alia impedancia, la impedanoia iniolal puede
per del orden de 1.000 ohmios y si se desconeota por debajo de un
voltio el dispositivo permanecerf en la sondioién de baja impedanocia
y la impedanoia inicial sexd del orden de un ohmio, Bl dispositivo
puede ser lefdo con pruebas de un potencial inferior a 0,2 voltios
120 De nuevo, cuando se lee la informacién, el dispositivo retendrd la
ocondioidn y por lo tanto es un dispositivo que no se borra en la
lectura. El dispositivo que utiliza capas de contaoto de plata con
una oapa aislante de 1.000 zngstroms de espesor no neceslta oapsu~
ladoe
T 125 En todos los ejemplos descritos, el Area dol dispositivo
no es oritioa y pusde ser tan pequefia como permita el avance de la
t8onica de sedimentacifén por enmascaramiento en el vacifo. En dispo-
sitivos llevedos a la préotica el areaha variado desde 0,1 om2 a
0,006 oma. Materisles utilizables alternativamente oomo aislantes
130 son el fluoruro de magnesio o el sulfuro de ocadmio.

Ha de gquedar entendido que la anterdior desoripeién de
ejemplos oconcretos del invento se hace s8)o a modo de ejemplo y no
limita su alcanoe.

Este iwvantopoquuegponda a una solioitud de patente for-

135 mulada en Inglaterra el 4 de Mayo de~1966neofialada oon o1 Nems
' ofoe
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19711/60 y se acoge, por lo tanto, a los bensficios gue otorgan los
convenios internacionales vigentes.
i I A I I I I

Los puntos de invencién propia y nueva que 88 presentan
Pars que sean objeto de esta patente de veinte alios son los siguien-
tess

1 = Un dispositivo conmutador no volétil, elemento de
memoria, que incluye un subestrato, un primer eleotrodo de metal en’
una capa, wna pelicula de material aislante y una segunda capa @leo-—
trodo de metal, ocaracterisado porgue la pelfcula de material aislan-
te estd asociada con un metal activo como se ha definido.

2 ~ Un dispositivo segin el punto 1 en el qus eJ: motal
aotivo er cobras .

3 - Un dispositivo megéin 61 punto 1 en el que el metal

aotivo &8 o010,

4 ~ Un dispositivo segfin el punto 1 en el gue el metal

activo es plata.

5 - Un dispositivo seglin sl punto 1 en el que el metal
gotivo es zina.

6 = Un dispositivo segfn oualquiera de los puntos prepe=
dentes en el que una do las capas eleotrodo metflioas estf hecha de
un metal aotivo.

7 - Un dispositivo smegin ocualgquiera de los ypuntos 1 8 5
en el que el metal activo se dsposita Junto con la pelfouls de ma-
terizl aislante.

8 = Un dispositivo segfn el p\m‘b’o 7 en el que las oapas
elecirodo de metal mon ambas metales no aotivos.

9 - Un dispositivo segfn cualquiera de los puntos prece-
dentes en el gque el material aislante es una pelfoule de Sxido de

gilicio.
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10 » Un dispositivo megin cualquiera de los puntos { a
8 en ol gue ol material aislante es una pelfcule fina de fluorure
de magnesio.

11 = Un dispositivo segfin oualquiera de los puntos 1 a
8 on el quo ol material aislante es una pelfoula de sulfuro de cad-
nio.

12 - Un dispositivo segfin ocualquiera de los puntos pre-
cedentes en ol que la pelfoula de material aislante os ds un espe-
sar entre 200 y 2.000 X.ugstm. :

13 ~ Un dispositivo segin oualquiera de los puntos pﬁe—
cedentes en el que uno de los eleotrodos de metal os 'uns capa de
aluminio.

14 -~ Un dispositivo segin oualquiera de los puntos 1 a
709 a 13 en el que ambos eleotrodos de metal son de _pla,ta.

15 - Un dispositivo soglin oualquiera de los puntos pre-
cedentes que ademfs inoluye un subsstrato de oristal sobre el que
se depositen las oapase

16 - Un dispositivo esencialments segfn se ha descrito
oon referencia & la fig. 1'ds los adjuntos dibujos,

17 - Un dispositivo oconmutador wmdltiple esencialmente
sogin se he desorito con referencia a la figs 2 de los adjuntos di=
bujose

18 = Dispositivo conmutadors

Tal y como se ha desorito en la Memoria que antesede,
representado en los dibujos que se acompafian y & los fines especifi-

cadoss
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